@ BUNDESREPUBLIK 
OEUTSCHLANO 




DEUTSCHES 
PATENT. UND 
MARKENAMT 



©Offeitl gungsschrift 
®DE 198 39141 Al 



© Int. a7: 

H 01 C 17/26 



@ Akten2eichen: 
@ Anmeldetag: 
(g) Offenlegungstag: 



198 39 141.2 
28. 8. 1998 
2. 3.2000 



CD 
CO 

00 



@ Anmelder: 

Philips Corporate intetlectudl Property GmbH. 
22335 HambufQ, DE 



tmnoer. 




stSnden mt einer DoiJemngskonier.I ration C £ 1 X 

sung einiis Stroms mit S^~"»d.cMe von * 1 lir 

A/cm^ in einer Reihen. oder Kasloid.nschaltijOQ. 



00 

BUNDESDRUCKEREl 01.00 902 069/470/1 



ra/i-^c/i^APSa PAGE. 09 



27/10 03 LUK 17:48 FAS 04764462S4 CABINET DE BKAUMORX 



DE 198 39 141 A 1 

Beschrcibun|{ 

Die Erfindung bclrifft cin Vfcrfahito zur Abgieichuog einer oder mehrccec Gruppen von minde»ien« zwei dotierten Po- 
lysSli/iurn-WidcrKUinilcn itrii eincr DotisniDgskonrcnttation c > 1 x JO*' Atoice/cm' nail gleicbcn Ahmessungen. 
5 In eer Silinmnplanartcchnik wird dodenes pQlylsristalUnes .SiUziuai «ls Maierial nir Lriietbahnen, Sieaefelekiroden 
und uach lur widcrsiiindc: vsnven/icu Oic Big=n$ch3ftcn dcr polykristtUinci) SiUziumschichWQ bSngen von wncr Wil- 
£ahl von Panuncicn dcs Bcschicbvungsprozcsscs und in det Didesehidittficluiit zusdttlich voo den oachfolgenden Tfem- 
peiaturproiessen ab. Poiykriitailines Silizium wird vorwiefiend durch ibennische 7.cnwi/.uny von Silan hovestelU. Die 
DoticrUQg der polyktistallinea SUiziUinscliichteu kana heniis wShreed des Abschiridungsfprowaises dureh Zuyabc von 
to DibCRin Oder Phosphin erfolgcn. Tliufig wird jcdoch die Doricvunj cr$i n»ch dcr Abschejdung dureh Diffusion odar lo- 
neniinplanisiLion dutchgcruhrt. Dai; rdhn. <u cincy Sircuun£ dcr Schichtpanmiwcr ia den Widecstand*$cbichicn. d»c in dcr 
Dunnscfaich«ccbaikbciciwa5%undindcxDidac!iichnechnikbBiecwe209&licjcen. . « • , 

Die Widcreiandc miissm dcsbaJb abfcgUchcn wcrdca. Zid des sogcnannrcn Abglcichprozcsses ist dicEmcluag dcs 
Sollwertes schxcbrfomug aufgehracbar Widerstande in eagen Toteranzgrenzen. Zwei prumpieUe Meiboden sisd dafur 
\S bckiinnl: a) stofrbceinflasAendc h/.^. sttjfTvcnindcrndc ?ro,ccssc, B. Tcnipcr- und DifTusTOnsprowssse, die jeweils r.ur 
koUckiiv rOr cincn gan^ua Wafer durchgcfUhn wcrdea kcaata. *ic z. B. Ibmpcrn in oxidLcrendor oder nilricwmler At- 
mcspharc od=r cmcults Brcnncn, und bci dcncn die RcUtinn dcr WidcrsLmdswwt unlcrcinandca- aof einem Subsirtt 
auftcchi erhaiiED bLdbt und b) matcrialabtrageade Prozcsse, die durcb lokelcn Abtrag dcs Schicntmaieriuls bis auf das 
Suhslrat oder Vbriindcrung dcr G» imctrie dcs Vrtdcrslandcs den indi viduellen Abgle- ch ermOgUchen. 
20 Bcidc Mciiiodcn Puhrwi sicis xu ciocr Widerstmidscrtiohung, so diS dcr 'Wuicrsuinii vor dtm Abglsich, vdrglkhen nut 
dem SoUwdrt. oiederoJimiger ausgelegt werden axuB und erst duich den Abgleich auf seincn Ziclwcn gctrinuni wird. 

Weeea der Naclneile der obcn baaannien koUekdven Abg'eicbpiozesse spicit dec individueae Abgldcb durch Metc- 
ns'ahtrssung die dominicrendc Rollc. FQr dcr. orOich bcgrctiWcn SchichlablniB beini individueUen AWdcfslaiidsabglelcU 
kommen bcispicljcwcisc die fol^-crdcn \fcrfahrcn in Anwendung: Mikrogravui; Sandstrahlabgleida, HUtooneusirahlab- 
25 gldch undLascrstrablabglcich. 

Acs dcr US 4.210.996 isi cic Vi^fahrcn zur individocllcn Abglcichung de>- WklcnJUindswerics wnes polylcnsiaUinen 
SiliaumwidersUuids, iuibticndetc ces Atifaiigiwiderstandsw cries cines polykristaUiocn SiUziumw^dcrstaricU, dcr als 
Widcreundselemeni in eioer inisgnerten Haibleiidfschalmng benutzi wild, bekannt, das die folgcndcn Schriuc umfaSL- 
HcfSKllen cincs V^ldccsiaDdsclcmcnics cincr inlcgricncn Halblciicrschuliung mil dncrn vorgegebenen Wert filr den Aus- 
10 cangswldejiand durcb Dodcnjig des Dolykristailinen SiliziuEM rnii cincr Vbrunrcinigung in cncr Konycntration. die 
hdhcr lis 1 X 10^° Aiomc/cm' bctriigi und DcrchaicScnlaiJscn dncs iJLftMru: durch Ji^iscu Widerstand ausgencnd von ci- 
ner externen Stroniquetle miteinet iia-omdich:e grcBer 1 x IC^ Ampcrc/cTn^ Lm den Aussar.g,swidcn;Und herabzusetzeu 
und dadurch den Widccsrands>vcrt dcs Wirlersianrtes herahzusetzen. 
Otimali stcht jcdoch nichl dcr kookrcJc Widenibindswcn, sondcm die Funkcion der Baugruppe ijn Vsrocrgrund. Nacb 
M Montage allcr Baaiaile auf dem Vcrdrahnmgsoragcr oder dem Subsu:B,t. cic schichdccrnigt; Widcrsiiinct in der Verdrab- 
Lunussfruklur inLcyriexlbcinbdlU:*., kann durcli hcrkviniiiiUdics iudivldueiies Abgleidien ciacs oder wcnigcrWidersliir.de 
bei angelegtem Eingangssignal undMcssyng dcs Ausgangiwgr.als dcr Baugroppc die .Sckaliungsfunktion opdmien wcr- 
den. Dicsc Form dcs Abglcichs wird als FunktioDsabglrieh bcwsichneL 

Bdim I 'unktioQS abgleich von Widerstitaden kann es wiinschcnswcn scan, dafi cine Gruppc von Widcrstanden gleidie 
dv Wider&candswene aufweisen. .. 

Vs ist flahcr die Aufyabc dcr voi liegendcn Brfindung. tin Verfahrei: rJT Abgleichung eincr Gruppc vnn Widcrsiandcn 
auf glcichc Widcrstandswcrtc zur Vcrfii^jung /.u slellen. 

lirfindungsgemiifi wird die Aufgabc geiost durch on \ferfahrcn zur AfcgJwchung einer oder mehrerer Ciruppcn nut 
Hrinilc-sicns /.wci doiiecLen rolysiIjiium-Vrtde»t£j.iden mil einer DodcningskonrcnMdon c S 1 x Aioine/cnr' rait 
■IS gleichen Abmessungca durch £inspcis\mg ones Saroms aoit cincr Siromdicbic von a: 1 • ICT A/cm in cincr Rcihcn- 
oder Kaskadenichzlmng. 

Ln Rahmcn der vorlicgcndcn Erfindung isL es bevor^ugu daB die liinspeisung des Siromes ctamaiig crfolgt, 
Im Rahmen der vorJiegenden Erfindung kann cs auch bcvorxugi scin, daB cine Gruppe vwn Polys ilinuni-Widecsimdcn 
uufdnen WidcRilaiidswertRi und cine zweiie Gruppe voa I'olysiiiziuni-WidcfStandcn auf eincn Widcralandwerl nut 
50 Ri/R2<l abgcgUcbcn wird. 

NacMblgend wird die Erfindung anhand von drci Figurcn und circm Ausruhrungsbeispiel weiter erliiUiert. 
lilR. 1 zeigt cine Seibenscfaaitung v<hi n WidcrsiSaden zur crfindungsKciniiScn Sim'ntriiniriuny. 
F^». 2 zcijjl die Widersiandawerte von Poly silizum widerstande a vor und nacb dem Abgldclicn. 
Fig. 3 xeigt die l^mperarurzbhJlngigkeit des Widcrstandcs ven abgcglichcncn end unahgegli:*ericn WidersOodcn. 
iS Die Widerstande bestehcn sus n- iider p-dodertern Poivsili?iummii einer Doiietungskonzeatradon c i 1x10 Aio- 
mc/cm'. Die Doiicrclemcnie kSnnen heispielsweise Phosphor. Aisen Oder Hor sein. Die Dodcrcng dcs PolysiH/.mins 
kaen durdi ihermiscbe Diffjsion. loncnimpiantatien oder Doticrung wahrcnd d« tlcttieUung des IVilysilizi'jms cifol- 

^'^ie Widersfindc axis, hocbdoticrtcnrt Poly.-riliaum konnen beispielsweise durch eincn PlanarprozcB heigcsiclli werden. 
60 Ein typischer HerstcUungsprozcC scliliefit die folgcndcn Giundoperftiioner. eiti: 

1. Ausgcgangi:n wird von cincr Halbknicrw:h«bc, die naeh Bedar£inii einer epitaiaischen Schichi rnii gcciyndcn 
Maicrialparanicicrn. z.B. cincr LTO-Schichr mil Dodcrung,bcdcckti»L 

2. Isoiatien dcs Halblciters gegmubcr weiu»en PtOMAschritien: Bedeckung dcs Halblcittrs mil c-.ncr Polynhxmm. 
65 schiclit, <fic nur sn eiotdnco SteUec eatfetn: wdrd, so dafl don die HalblciLcrobtdliicbc sddcLiv wicdcr zugSiiglici: 

gcreachL wird und wdier bearbeilct wcrdea kann, z. B. dutch cincn Doda-schriu. Die Kunikiuriene Po'.ysiliziunv 
Kchiehi wiriti. dann nicbt our als Isolator, sondern auch sis hocbrcmpcrarurfcswMa.'tkc scscniibcr dem Folgeschiin. 

3. Fxoaiguns einer weilereo IsoUerscUichi, da iui fblgeudeu Schr:n.;\»clitdas gesamw neu doiicrUs Gebiet behandclr 
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